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Тема дисертації:
1. Удосконалення мікрометалургійного процесу отримання легованого функціонального матеріалу на основі
кремнію для альтернативної енергетики

2. Development of micrometallurgical process of alloyed functional material received on a base of silicon for
alternative power engineering

Реферат:
1. Дисертація спрямована на встановлення закономірностей дії технологічних факторів та теплових умов
формування злитків кремнію в умовах мікрометалургійного процесу на підвищення його
напівпровідникових характеристик. У роботі виконано аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури по впливу
на напівпровідникові характеристики злитків кремнію умов формування кремнію і домішок, які переходять в
злиток при його формуванні. Вперше встановлений вплив швидкості охолоджування злитків в процесі їх
формування на його напівпровідникові характеристики. Виконані дослідження впливу домішок кисню і
вуглецю на напівпровідникові характеристики злитків кремнію. Встановлено взаємозв'язок між вмістом
домішок і величиною часу життя. Показана можливість управління величиною часу життя при зміні
концентрації домішок кисню і вуглецю. Розроблена технологія і пристрій для прецизійного легування



злитків кремнію в процесі формування злитків кремнію. Розроблена технологія і пристрій дозволяють
управляти кількістю легуючої домішки бору в процесі формування злитків і забезпечувати заданий питомий
електричний опір злитків. За результатами проведених досліджень були розроблені і запропоновані для
промислового застосування вдосконалені технології процесу формування злитків кремнію із збільшенням
виходу готової продукції на 7…10 абс. % по параметру величина часу життя нерівноважних носіїв заряду.

2. The thesis is aimed at establishing regularity of technological factors and thermal conditions of silicon ingots
formation in micrometallurgical process to increasing of its semiconductor characteristics The analysis of
domestic and foreign literature on the effect for the semiconductor characteristics silicon ingots for the formation
conditions of silicon and impurities, which pass into the bar when it is formed, has been carried out. For the first
time the influence of rate cooling of the ingots in the process of their formation at its semiconductor
characteristics has been established. Investigations of the oxygen and carbon impurities effect on the
semiconductor characteristics of silicon ingots have been carried out. The relationship between the content of
impurities and the life time value has been determined. The possibility of the life time controlling when the
concentration of oxygen and carbon impurities changed has been shown. The technology and the device for ingot
precision doping of silicon ingots in the process of silicon ingots formation is developed. The developed
technology and the device allow to run by amount of an alloying impurity of boron in the process of ingots
formation allow to provide the fixed resistivity of ingots As a result of carried out experiments the advanced
technologies of the process of silicon ingots formation with output increasing of finished product at 7 … 10 abs.%
in the parameter value of the lifetime of non-equilibrium carriers of a charge have been developed and offered for
industrial application.
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